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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor 
arrangement comprising at least one non-volatile memory cell 
that is provided with a first electrode which consists of at least 
two layers. Said semiconductor arrangement further comprises 
an organic material that forms a bond with the layer of the first 
electrode, which is in direct contact therewith. The invention also 
relates to a method for producing said non-volatile memory cell, 
a semiconductor arrangement comprising a plurality of inventive 
memory cells, and a method for the production thereof. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Halbleiteran- 
ordnung mit mindestens einer nichtfluchtigen Speicherzelle, die eine 
erste Elektrode, die mindestens aus zwei Lagen besteht aufweist; und 
mit einem organischen Material, wobei das organische Material mit 
der im unmittelbaren Kontakt stehenden Lage der ersten Elektrode 
eine Verbindung bildet. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfah- 
ren zur Herstellung der nichtfluchtigen Speicherzelle, eine Halblei- 
teranordnung mit einer Mehrzahl von erfindungsgemaBen Speicher- 
zellen und ein Verfahren zur deren Herstellung. 
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